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ＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２ ユーザーズガイド 

 

株式会社 彗星電子システム 

第 2 版  2011 年 6 月 発行 

 

１. 概要 

ＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２は、ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ本体に装着して使用するＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ専

用パラレル書込みユニットです。 

ＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２を使用することによりルネサスエレクトロニクス製Ｍ１６Ｃ/６２Ｐ、６

５グループのフラッシュメモリ内蔵ＭＣＵへの書込み、読出しができます。 

またＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２には１２８ピン０．６５ｍｍピッチＬＱＦＰ（ＰＬＱＰ０１２８ＫＢ

－Ａ）（１２８Ｐ６Ｑ－Ａ）用ＩＣソケットを実装しています。 

 

＜包装内容＞ 

１） ＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２ 

２） ユーザーズガイド（本資料） 

 

図 １.１にＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２の外観図を示します。 

 

(PLQP0128KB-A)
(128P6Q-A)

ICソケット：128LQFPタイプ

 

図 １.１ ＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２ 外観図 
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２. 装置構成 

図 ２.１にＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２を使用する場合の装置構成を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１ 装置構成 

 

EFP－S2/S2V

本MCUﾕﾆｯﾄ
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３. 対応ＭＣＵ一覧およびＳ/Ｗバージョン 

３.１ 対応ＭＣＵ 

表 ３.１にＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２の対応ＭＣＵ一覧表を示します。 

 

表 ３.１ 対応ＭＣＵ一覧表 

ﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟ 対応 MCU 名称 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘｴﾘｱ 

Ｍ１６Ｃ／６２Ｐグループ 

M3062xFCP M30621FCPGP 
NORMAL: E0000h～FFFFFh 

BOOT  : FD000h～FFFFFh 

M3062xFGP M30625FGPGP 
NORMAL： C0000h～FFFFFh 

BOOT  ： FD000h～FFFFFh 

M3062xFHP M30627FHPGP 
NORMAL： A0000h～FFFFFh 

BOOT  ： FD000h～FFFFFh 

Ｍ１６Ｃ／６５グループ 

R5F3651ExF 

(NORMAL:256K) 

R5F3651EDFC 

R5F3651ENFC 
C0000h～FFFFFh(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ROM1) 

R5F3651KxF 

(NORMAL:384K) 

R5F3651KDFC 

R5F3651KNFC 
A0000h～FFFFFh(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ROM1) 

R5F3651MxF 

(NORMAL:512K) 

R5F3651MDFC 

R5F3651MNFC 
80000h～FFFFFh(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ROM1) 

R5F3651NxF 

(NORMAL:512K) 

R5F3651NDFC 

R5F3651NNFC 
80000h～FFFFFh(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ROM1) 

R5F3651RxF 

(NORMAL:640K) 

R5F3651RDFC 

R5F3651RNFC 
60000h～FFFFFh(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ROM1) 

R5F3651TxF 

(NORMAL:768K) 

R5F3651TDFC 

R5F3651TNFC 
40000h～FFFFFh(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ROM1) 

R5F3651xxF(DATA) 

R5F3651EDFC 

R5F3651ENFC 

R5F3651KDFC 

R5F3651KNFC 

R5F3651MDFC 

R5F3651MNFC 

R5F3651RDFC 

R5F3651RNFC 

R5F3651TDFC 

R5F3651TNFC 

FA000h～FAFFFh(ﾌﾞﾛｯｸ A) 

FB000h～FBFFFh(ﾌﾞﾛｯｸ B) 

FC000h～FFFFFh(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ROM2) 

*1 

 

*1)パラレル入出力モードでは、ブロックＡ、ＢおよびプログラムＲＯＭ２のプログラムメモリエリアが

表 ３.１のようになります。 

ブロックＡ、ＢおよびプログラムＲＯＭ２の書き込み、読み出しを行う場合（デバイスタイプを

R5F3651xxF(DATA)で使用する場合）は、ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖの内蔵ＲＡＭのオフセットアドレスの設

定が必要です。 

ブロックＡ、ＢおよびプログラムＲＯＭ２に書き込みを行う場合は、３.２ブロックＡ、Ｂおよびプ

ログラムＲＯＭ２書き込み方法を参照ください。 
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３.２ ブロックＡ、ＢおよびプログラムＲＯＭ２書き込み方法 

ブロックＡ、ＢおよびプログラムＲＯＭ２に書き込みを行う場合  

（デバイスタイプを R5F3651xxF(DATA)で使用する場合）は、ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖの 

内蔵ＲＡＭのオフセットアドレスの設定が必要です。  

下記に示す設定手順に従い書き込みを行ってください。 

 

【 ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ内蔵ＲＡＭオフセットアドレス設定手順 】 

 

手順１ 内蔵ＲＡＭオフセットアドレスの設定 

ＷｉｎＥＦＰ２のＯｆｆｅｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイアログ内の各パラメーターを下記のように

設定してください。 

 

ＲＡＭ Ｏｆｆｓｅｔ 

００００００００（ＲＡＭ Ａｄｄｒ．） －＞ ００００００００（ＲＡＭ Ａｄｄｒ．） 

 

ＭＣＵ Ｏｆｆｓｅｔ 

００００Ｅ０００（ＲＡＭ Ａｄｄｒ．） －＞ ０００ＦＡ０００（ＭＣＵ Ａｄｄｒ．） 

 

オフセットアドレスの設定を行う場合は、ＷｉｎＥＦＰ２ウィンドウのメニュー内の

［Option］→［Offset Setting］を選択します。その後オフセット設定ダイアログが表示されオ

フセットアドレスの入力が行えます。 

ＷｉｎＥＦＰ２のＯｆｆｓｅｔ Ａｄｄｒｅｓｓパラメーター入力画面を図 ３.１に示します。 

 

 

図 ３.１ ＷｉｎＥＦＰ２ Ｏｆｆｓｅｔ Ａｄｄｒｅｓｓパラメーター入力画面 

 

 

手順２ ユーザープログラムダウンロード 

ユーザープログラムのダウンロードを行ってください。 

 

 

手順３ ユーザープログラム書き込み 

ユーザープログラムの書き込みを行ってください。 
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３.３ ライタ内蔵ＲＡＭアドレス構成 

表 ３.２に各ライタのデバイスタイプでのバッファＲＡＭアドレス構成を示します。 

 

表 ３.２ バッファＲＡＭアドレス構成 

本体 ﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟ名称 ﾕｰｻﾞｰﾊﾞｯﾌｧ RAM ｱﾄﾞﾚｽ構成 

EFP-S2 

R5F3651ExF(NORMAL:256K) 

R5F3651KxF(NORMAL:384K) 

R5F3651MxF(NORMAL:512K) 

R5F3651RxF(NORMAL:640K) 

R5F3651TxF(NORMAL:768K) 

R5F3651xxF(DATA) 

000000h～3FFFFFh 

EFP-S2V 

R5F3651ExF(NORMAL:256K) 

R5F3651KxF(NORMAL:384K) 

R5F3651MxF(NORMAL:512K) 

R5F3651RxF(NORMAL:640K) 

R5F3651TxF(NORMAL:768K) 

R5F3651xxF(DATA) 

000000h～1FFFFFh 

 

 

３.４ ソフトウェア（Ｓ/Ｗ）バージョンについて 

下記のサイトにて各Ｓ/Ｗの最新バージョンアップデータをダウンロードすることができます。 

定期的にＳ/Ｗバージョンを確認し、最新バージョンのＳ/Ｗを御使用ください。 

 

【Ｓ/Ｗバージョン確認方法】 

Ｓ/Ｗの各バージョン番号は､WinEFP2 ウィンドウメニュー内の[Help]→[About]で表示されます。 

 

<ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ Ｓ/Ｗ無償ダウンロードサイト> 

http://www.suisei.co.jp/productdata_efps2_j.html 

 

 

 

Ｓ/Ｗバージョンに関しましては、今後の性能改良等の理由で将来予告無しに変更する場合 

があります。また製品御購入時にバージョンアップ手順書が付属されている場合は、そちら 

の用紙の内容を優先して御取扱いください。 

 

Ｓ/Ｗバージョンの注意事項 

http://www.suisei.co.jp/productdata_efps2_j.html
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４. ＭＣＵの挿入方向とＩＣソケットの清掃 

４.１ ＭＣＵの挿入方向 

ＭＣＵを挿入するときは、ＥＦ３０６５Ｆ－１２８ＨＳ２上ＩＣソケットの１番ピンとＭＣＵの１番

ピンを合わせて挿入してください。誤挿入はＭＣＵに致命的な破損を引き起こしますので、十分ご注意

ください。 

図 ４.１にＭＣＵの挿入方向を示します。 

 

1

1番ピン

MCU

 

図 ４.１ ＭＣＵの挿入方向 

 

 

４.２ ＩＣソケットの清掃 

ＭＣＵユニットのＩＣソケットは、使用回数や年数により内部のコンタクトピンの汚れ、劣化、もし

くは半田転移による導通不良が発生する場合があります。 

接触不良によりＭＣＵの誤書込みやライタの誤動作の問題が発生する場合がありますので、下記の対

策を行ってください。 

また、接触不良による問い合わせも受け付けておりますが、弊社ではＩＣソケットを消耗品として取

り扱っておりますので、使用劣化によるＩＣソケットの接触不良に関しましては商品の買い替えを推奨

させていただく場合がありますことを御了承ください。 

 

 

 

① 使用回数に応じて、定期的にＩＣソケット内部のコンタクトピン表面をブラシ等で清掃ください。 

② 長期間使用しない場合は、製品をビニール袋等に入れて湿気をおさえて保管してください。 

 

【清掃用推奨アイテム】 

ＩＣソケットにあるコンタクトピンの清掃については、ナノテクブラシ（株式会社喜多製作所）の使

用を推奨しています。 

ナノテクブラシはコンタクトピンに付着した汚れ、微量のはんだ転移も除去できるため、導通性を良

くします。接触不良の問題が生じた場合はお試しください。 

ナノテクブラシをお求めの際は、弊社または喜多製作所（下記サイト参照）までお問い合わせくださ

い。 

 

ナノテクブラシ（株式会社喜多製作所）   http://www.kita-mfg.com/pro_nanotech.html 

 

IC ソケット接触不良対策 

策 

http://www.kita-mfg.com/pro_nanotech.html
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５. Ｂｌｏｃｋ Ｓｅｔ（ブロックセット） 

Ｍ１６Ｃ/６２Ｐ、６５グループのＭＣＵは内蔵フラッシュメモリを複数のブロックに分割化しており、

各ブロック毎にロックビットと呼ばれるブロック書換え禁止ｂｉｔが設けられています。 

ブロックセットコマンドはロックビットの参照および、設定を行うコマンドです。各ブロックのロックビ

ットをロックに設定することで、ブロックへの書込みおよび消去を禁止にすることが可能です。 

 

 

５.１ ＷｉｎＥＦＰ２ブロックセット画面構成 

ＷｉｎＥＦＰ２のブロックセットコマンドの画面構成を図 ５.１に示します。 

 

 

図 ５.１ ＷｉｎＥＦＰ２ブロックセットコマンド画面構成 

 

１）Ｂｌｏｃｋ Ｎｏ.（ブロック番号） 

各ブロックのブロック番号を表示します。 

２）Ｂｌｏｃｋ Ａｄｄｒｅｓｓ（ブロックアドレス） 

各ブロックの先頭、終了アドレスを表示します。 

３）Ｌｏｃｋ Ｓｔａｔｕｓ（ロックビットステータス） 

各ブロックのロックビット状態を表示します。 

ロックビット状態表示内容＞ 

lock   ：ロック状態 

unlock  ：非ロック状態 

４）Ｌｏｃｋ Ｂｉｔ Ｒｅａｄ（ロックビットリード） 

ＭＣＵから全ロックビットの状態を読み出し、その内容に従ってロックステータスにロックビッ

トの状態を表示します。 

５）Ｌｏｃｋ Ｂｉｔ Ｗｒｉｔｅ（ロックビットライト） 

ロックビット設定を行います。ロックビットステータス内でロック状態に表示（lock）されてい

るブロックのロックビットをロックに設定します。 

６）Ｃａｎｃｅｌボタン 

コマンドを中止します。 

 

ロックビットの設定方法については５.２ ロックビット設定操作手順を参照してください。 
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５.２ ロックビット設定操作手順 

ブロックのロックビットをロックに設定する手順について以下に示します。 

本項目では非ロック状態のロックビットをロック状態に設定する手順について記載しています。 

ロック状態のロックビットを非ロック状態に戻す手順については６.１ ロックビット解除操作手順

を参照してください。 

 

手順１ ロックタイプの設定 

ロックタイプパラメータはロックビットの設定を有効、無効にするパラメータです。 

ロックタイプパラメータはＷｉｎＥＦＰ２のＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイア

ログ内のＵｓｅ Ｄｅｖｉｃｅ内に存在します。 

ロックタイプパラメータの設定が行われていない場合、ロックビットによるプロテクト機能が

正常に行われませんのでご注意ください。 

 

 

図 ５.２ ロックタイプパラメータ 

 

※ロックタイプ設定内容 

Ｌｏｃｋ ｂｉｔ ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ：ロックビット有効 

 

手順２ ロックビットの設定 

ブロックセットコマンドを実行し、ブロックセットコマンドダイアログを表示させます。 

ロックビットをロックに設定したい行でマウスをダブルクリックさせてロックステータスの表

示を切り替えます。 

 

 

↓ マウスをダブルクリックした際の表示切替 

 

図 ５.３ ＷｉｎＥＦＰ２ ロックビットの設定 

 

ＯＫボタンもしくは、Ｌｏｃｋ Ｂｉｔ Ｗｒｉｔｅボタンをクリックしブロックセットコマ

ンドを実行します。 

上記の設定後、ロックビットによりプロテクト状態となったブロックへ書込み、およびブロッ

ク消去を行うとエラーが発生しコマンドを中止します。またＡｌｌ Ｅｒａｓｅ（全ブロック一

括消去）コマンドではエラーは発生しませんが、非ロック状態のブロックのみが消去されます。 
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６. Ｅｒａｓｅ（イレーズ） 

イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および、全ブロックの一括消去が行えま

す。 

ＷｉｎＥＦＰ２イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図 ６.１に示します。 

 

 

図 ６.１ ＷｉｎＥＥＦＰ２イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ 

 

１）Ｅｒａｓｅ Ｔｙｐｅ（イレーズタイプ） 

イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト（下矢印をマウスでクリックす

ると表示）内にはＡｌｌ Ｅｒａｓｅおよび各ブロックのアドレス領域（xxxxxxh～xxxxxxh）が表

示されますので消去形式を選択してください。 

２）ＯＫボタン 

イレーズコマンドを実行します。 

３）Ｃａｎｃｅｌボタン 

コマンドを中止します。 
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６.１ ロックビット解除操作手順 

ロックビットによりプロテクト状態となったブロックの解除手順について以下に示します。 

 

手順１ ロックタイプの設定 

ロックタイプパラメータはロックビットの設定を有効、無効にするパラメータです。 

ロックタイプパラメータはＷｉｎＥＦＰ２のＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイア

ログ内のＵｓｅ Ｄｅｖｉｃｅ内に存在します。 

ロックタイプパラメータの設定が行われていない場合、ロックビットによるプロテクト機能が

正常に行われませんのでご注意ください。 

 

 

図 ６.２ ロックタイプパラメータ 

 

※ロックタイプ設定内容 

Ｌｏｃｋ ｂｉｔ ｉｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅ：ロックビット無効 

 

手順２ ロックビットの消去 

イレーズコマンドを実行し、イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログを表示させます。 

イレーズタイプパラメータをロックビットによりプロテクト状態となったブロックまたはＡｌ

ｌＥｒａｓｅを指定後、イレーズコマンドを実行します。 

 

 

７. デバイスコマンドでのパラメータ入力 

デバイスコマンドにて書込み、読出しを行う場合、コマンドの実行領域入力に表 ７.１で示す入力制限が

あります。間違った領域の指定を行うとパラメータエラーが発生し、コマンドを中止しますのでご注意くだ

さい。 

 

表 ７.１ アドレス入力形式 

MCU ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称 書込み（プログラム） 読出し（リード） 

M16C/62P ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
Ｗｏｒｄ入力 Ｗｏｒｄ入力 

M16C/65 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾘｰﾄﾞｺﾏﾝﾄﾞの開始ｱﾄﾞﾚｽは奇数､終了ｱﾄﾞﾚｽは偶数となるように入力ください。 

 


